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【背景】AlN/AlGaN ヘテロ界面に誘起される 2次元電子ガス(2DEG)を利用した高電子移動度トラ

ンジスタは高耐圧高出力エレクトロニクス[1,2]への応用が期待されている。しかしながら、GaN 

HEMT に比べて素子作製プロセスの課題は多く、特に高 Al組成 AlGaN HEMT では 2DEG への良

好なオーミック接触の形成が難しいことが知られている[2]。これまでに我々はパルススパッタ堆

積法を用いて GaN HEMTのソース・ドレイン領域に高濃度 Siドープ n型 GaN（n+-GaN）を再成

長することで 10-1 mm台の接触抵抗を実現してきた。この技術は AlGaN HEMT に対しても適用

可能であると考え、本研究では PSD 法を用いて高濃度 Si ドープ n+-GaN を AlN/AlGaN HEMT の

ソース・ドレイン電極部分へ選択再成長し、その特性を評価することを目的とした。 

【実験方法】図 1に今回作製した AlN/AlGaN HEMT の

構造を示す。PSD 法により AlN テンプレート基板上に

AlN 層をホモエピタキシャル成長した後、チャネル層

として Al組成 50%の AlGaN 層を約 130 nm、バリア層

には AlN を 30 nmを堆積した。薄膜成長後、ソース・

ドレインのコンタクト領域の AlNバリア層を ICPドラ

イエッチングにより除去した。露出した Al0.5Ga0.5N 上

に SiO2 マスクを用いたエピ・ポリ同時成長により n+-

GaN 領域を形成した。最後に EB 蒸着によりソース・

ドレイン電極として Ti/Al/Ti/Au、ゲート電極として

Ni/Au を堆積した。 

【結果と考察】 図 2 には PSD 法により再成長させた

ソース・ドレイン電極領域の n+-GaN の SEM像を示す。

SiO2マスク上にはランダムに配向した多結晶GaNが成

長しているのに対して、AlGaN 単結晶上は比較的平坦

な n+-GaN 単結晶領域が形成していることが分かる。ホ

ール効果測定により選択再成長したn+-GaNの電子濃度

を測定したところ 2.6×1020 cm-3と求まった。ソース・

ドレイン間の I-V 特性を評価したところ、高い線形性

が確認され良好なオーミック接触が得られていること

が分かった。 
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Fig.2 SEM image of the source-drain region 

of the PSD-grown n+-GaN regrowth 

ohmic contacts 

 

 

Fig.1 Schematic of the PSD-grown 

AlN/AlGaN HEMT with n+-GaN 

regrowth ohmic contacts 
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